Esercizio 1

Si1 consideri la porta logica in tecnologia CMOS mostrata in

Fig. 3.

a) Determinare la funzione logica svolta dalla porta in
forma minima e disegnare la corrispondente porta

logica complessa in tecnologia CMOS. Si giustifichino
dettagliatamente le scelte effettuate.

Vt=27V
b) Determinare I’intervallo di tempo in cui, a seguito di una

Y tin Cox = 100 pA/V?
J.‘ ,“p Ca\ == 50 ,lf."“.'r”:

(W/L)p =4
(W/L), =2
Vip| =Vm =07V
commutazione alto-basso dell’mngresso, la tensione di CL=5pF
uscita ha andamento lineare nel tempo.
¢) Calcolare la massima potenza dissipata dal circuito
d) Considerando la capacita di uscita precaricata a Vdd/2,

stimare 1l tempo di necessario affinché Vour raggiunga 1l

valore a regime quando l'ingresso ¢ 1l valore logico 1111

e) Determinare 1 fattori di forma dei transistor1 pMOS per
eguagliare 1l tempo di transizione HL e LH 100 -> 000 e
viceversa
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Esercizio 2

a) Determinare la tensione in continua al nodo IN é |Vip|= V=1V
e al nodo OUT e la corrente circolante in k,,:kPZImA/W
ognuno dei due MOSFET. R=1MQ

b) Determinare il guadagno di piccolo segnale Rin
Vour/Vin-

c¢) Determinare il valore della resistenza di ingresso 1

R;, indicata in Figura.
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